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(54b Zpl‘isob vytviie
‘ 4 vych souéastek

|" Vynélez se tykd zpiisobu vytvteni pfilnavého
| niklového kontaktu kfemikovych polovodi¢ovych
| sougdstek bez negativniho ovlivnéni technicko-fy--
1 z1ka1n}ph parametti t&chto souddstek. ’

Beiproudové mklovém je jednim z nejstarSich

této vrstvy niklu za vznikussilicidu a z bezproudové-
ho vyloudeni vné&jii vrstvy niklu, umoZiiujici pajeni
na mékko. V sou¢asné dobé se uplatiiuje zejména
-tam, kde je mé&kké péjeni kiemiku k vné&jsim,
_ napfiklad molybdenovym elektroddm technicky
a ekonomicky vyhodné, tj. pfedeviim u mensich

feny niklovy kontakt své pfednosti — nizky kon-

. (zejména typu N) a malou naro&nost, pokud se
tyka potfebného zafizeni.

ku se obvykle zakldda na 14zni zndmého sloZeni (M.
V. Sullivan, J. H. Eigler; J. Electrochem. Soc., 33,
1957, 226):
NiCl,.6H,O
NaH,PO,.H,0 -
NH,.CI . ..
1 cxtronan amonny
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,zpusobu ptipravy: ohn’uckych kontakti k vykono- -
| 'vym kfemikovym polovodi¢m. Obvykly postup
. sestava ze tH zakladnich operaci,atoz beZproudo- i
vého poniklovani kfemikovych desek, ze zazthnuti-

-'souééstek. U té&chto osvédduje bezproudove vytva- |

taktni odpor silicidu niklu na styku s kfemikem

Vlastni postup bezproudového mklovam kfemi-

dfeni prilnavého niklového kontaktu kiemikovych polovodico-

- ktera ucmne pracu_]e pti teplotdch 80 a7 100 °C po
. adjustaci pH &pavkem na hodnotu 10 az 11.

.V dosavadni praxi kontaktovini vykonovych
* ktemikovych sou¢astek nalezl déle uplatnéni alka- .
- licky fosfornanovy aktivétor sloZeni: |

NaH,PO,.H,0 . ....... 202230 g
 KOH@BO%) « oo ... 210 ml
CHO e 100 az 800 ml,

- v ném¥ se kfemikové desky po pfedchozim zbaveni
oxidh v kyseline fluorovodikové a po pfipadném
maskovani plandrni struktury fotorezistem kratce
zpracovivaji pfi teploté 50 az 65 °C pfed prvnim
niklovanim. ZaZihavani prvni niklové vrstvy se |
providi ve vakuovych pecich pfi teploté do 700 °C
pfi riiznych reZimech ohfevu a ochlazovani — podle
konstrukénich podminek jednotlivych peci. Pred
druhym niklovanim se jiZ povrch kfemiku zpravid-
la neaktivuje.

Nedostatky dosud aplikovanych postupti — niz-
k4 spolehlivost a reprodukovatelnost — vynikaji

" zejména ve spojeni s nékterymi progresivnéjsimi
metodami technologie zpracovani kfemikové des-
ky s Pn-pfechody, jmenovité¢ s difuzi fosforu
Z plynné fize a s pouZivdnim lesténych povrchd
kfemikovych desek pfi vyrobé nékterych soucds-
tek. Hlavni zdvady spocivaji v nedostatetném
pokoveni obou vodivostnich typi vedle sebe,
v tvorbé& puchyti pfi zazihdvani a v nizké pfilnavos-
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‘ti niklovych vrstev (zejména druhé vIstvy), prOJe- ‘

vujici se Casto az v prﬁbéhu nésledujici operace
- mekkého pajeni, kdy je jiz moZnost opravy vad—
| nych vyrobki prakticky vyloudena.
. Vy8e uvedené nedostatky dosavadnich postupt
! odstrafiuje zplisob vytvafeni pfilnavého niklového
| kontaktu podle vyndlezu, jehoZ podstata spocivd
v tom, Ze oleptéani kiemikovych desek pied niklo-
| vanim se provadi ve 20 % aZ nasyceném vodném
l roztoku fluoridu amonného NH,F budto po dobu
. 1 aZ 3 minut pﬁ pokojové teplot&, anebo po dobu
10 a¥ 30s pfi teploté 90 az 100 °C, zaZihdvani

teploté 450 az 700°C ve vakuu vy3im neZ
' 0,0133 Pa, pfitemz rychlost ohfevu na tuto teplotu
je vy$i nez 17°C za minutu a po ukondeni
prodlevy na této teploté je rychlost ochlazovani
mensi neZ 5 °C za minutu, nadeZ nisleduje oleptani

. roztoku fluoridu amonného NH,F budto po dobu
| 1 aZ .3 minut p¥i pokojové teploté anebo po dobu

. 10.az-30's pti teploté 90 az 100 °C a na vznikly
_ silicid niklu se vylou¢i druhd niklova vrstva v ldzni
' upravené ptisadou 20% aZ nasyceného vodného

. roztoku fluoridu amonného NH,F v mnoZstvi do

. 30 g na litr.

Pfiprava niklového kontaktu na kfemikovych P
. fotolitografickém maskovani nepokovovanych (tj.

| nekontaktovanych) ploch fotorezistem, leptaji ﬁ
3 min. ve 33% roztoku fluoridu amonného pfi |

deskéch postupem podle vynédlezu se vyznaduje

velmi dobrou spolehlivosti a rgprodukovatelnosti,

sledny kontakt je celistvy, adhezni a dobfe

vhodny k pdjeni. Zavedeni tohoto postupu neni

ndrofné ani z hlediska pracnosti ani z hlediska

’ nebezpeél pnpadnych negativnich i¢ink lidského
- Cinitele. -

Dokonalé tipravy povrchu kfemiku bezprostted- |
. né& pfed niklovadnim (tj. aZ po p¥ipadném naneseni -
- fotorezistové masky), resp. na jeho poéitku se

- dosahuje koncentrovanym vodnym roztokem fluo-
h ridu amonného (NH,F), ktery za studena neni vii¢i
| bé&Znym druhiim fotorezistu agresivni. Tento roz-
tok se pouZivd jednak Jako leptaci é&inidlo, nej-
- vhodnéji aplikované
a) u kfemikovych desek s maskovanou pla-
! nérni strukturou (napf. u tyristor) pfi poko-
“ jové teploté, a to pfi operaci prvniho niklova-
i ni bezprostfedné pfed aktivaci ve vySe zminé-
‘ ném alkalickém aktivitoru a pfi ‘operaci
“_ druhého niklovani bezprostfedné pfed vioze-
| nim do niklovaci 14zné&;
b) u nemaskovanych k¥emikovych desek (napf.
u diod) za tepla (pfi 90 az 100 °C) vidy
bezprostiedné pfed vloZenim do niklovaci
lazng€ (pfi prvnim niklovidni zde odpadd
jakdkoliv potieba dal§i aktivace);
ajednak jako pfisada pfimo do niklovacilazné vyse
uvedeného sloZeni, zejména pfi druhém niklovéni.
Redukéni schopnost fosfornanu sodného v ni-
klovaci lazni se zvy§uje, jestliZze se pfi pfiprave této
lazné rozpousti ve vodé oddélené od ostatnich
piisad a smé&Suji se pak a? pfipravené vodné
roztoky.

Optimdlni tloustka prvni niklové vrstvy na kfe- '

- nasledn& vytvofené niklové vrstvy probihd pn :

kfemikovych desek ve 20% aZ nasyceném vodném .

mikovych deskich leZi v rozmezi 0,8 aZ 1,3 um. PH
téchto tloustkdch se pfi aplikaci postupu podle:
vynilezu bezpe&né& dosahuje pokoveni obou vodi--

'vostmch typd vedle sebe, aviak nehrozi jeSté
‘ samovolne odlupovéni niklového povlaku, jaké se:

objevuje pfi vétdich tloustkich, zejména na lesté-
nych povrsich. Ziroveii je takto tlustd vrstva.
prviiho niklu po nésledujicim zaZihnuti spolehli-
vym podkladem pro vyloufeni adhezni vrstvy
druhého niklu. U druhé niklové vrstvy leZi opti-
mum tlou$tky z hlediska dostate¢né pfilnavosti:
i naleZité jakosti pokoveni v mezich 0,6 aZ 1,1 um. *-
Pti zazihdvani prvni niklové vrstvy hraje dileZi-
tou dlohu rychlost ohfevu i rychlost ochlazovéni.. -
Je-li rychlost ohfevu na Zihaci teplotu pfili§ nizk4,

i hrozi nebezpedi vzniku puchyii: proto se rychlost:

ohfevu voli od 17 °C/min. vy§. Rychlost ochlazova-. |
ni m4 vliv na vysledné, zejména zav&rné vlastnosti’
kfemikovych souédstek; je-li tato rychlost vysoka,

~ vznikaji v kiemiku vnitfni pnuti, pfipadné i mikro-: -

trhliny. Vhodn4 rychlost ochlazovéni leZipod 5 °C,
a to aZ na teplotu v okoli 500 °C; dalii ochlazovani.
jiz mize b)"t rychlejsi. !

~ Priklad 1

Kfemikové desky s PNPN strukturou (po tyrlsto-
ry) se po olepténi v kyselin& fluorovodikové a po

pokojové teploté. Po oplachu ve vod¢ se aktivuji |

1 min. ve fosfornanovém alkalickém aktivatoru: |

vyde uvedeného sloZeni pfi teploté 52 az 55°C

* a bezprostfedn& poté se bezproudové nikluji po tak

dlouhou dobu, aby tloustka vrstvy &inila pfiblizng |
0,8 az 1,3 um. Po smyti rezistové masky se desky.
vloZi do vakuové pece, primérnou rychlosti-okolo’;
50 °C/min. se ohfeji na teplotu 450 aZ 700 °C, na -
ni% setrvaji po dobu 30 min. Poté se ponechaji !
pomalu chladnout primérnou rychlosti okolo |
°C/m1n na teplotu 500 °C; dalsi chladnutx sz1
ize byt rychlejii. |
Po opétném naneseni fotorezistové masky na' |
nekontaktované plochy se desky leptaji 3 min. ve -
33% roztoku fluoridu amonného pii pokojové '
téploté a poté bez oplachu se vlozi do niklovaci
lazné& vy$e uvedeného sloZeni, upraveného pfisa-
dou 75 ml/l zasobniho 33% roztoku fluoridu |
amonného. V této lazni se nikluji po tak dlouhou
ddbu, aby vysledns tloustka vrstvy doséhla opét |
pfiblizné 0,6 az 1,1 pm. !

?

Piiklad 2
Kfemikové desky s PN pfechodem a s lesténym

~ povrchem se po olepténi v kyseliné fluorovodikové

a prani v deionizované vod& ponofina 15s.do33 %!’

" roztoku fluoridu amonného o teploté cca 98 °C -

(tésn& pod bodem varu) a bez oplachu pak vlozi do
bezproudove niklovaci ldzn€ vyse uvedeného slo-
Zeni, kde se vytvofi vrstva tloustky pfiblizné 1 um.
Zazihnuti této vrstvy probih4 stejné jako ve vyse |
uvedeném piikladé 1. Dalsi zpracovani spo&ivad .




opét v leptani 15s. ve 33% roztoku fluoridu
amonného o teploté cca 98 °C, po némZ bez
‘oplachu nésleduje vloZeni do niklovaci lizné vyse
uvedeného sloZeni, upraveného pfisadou 75 mi/l
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zasobniho 33% roztoku fluoridu amonného. :
Tloustka druhé niklové vrstvy &ini opét pfibliZzne
1 wm.

. PREDMET VYNALEZU +

. Zpusob vytvafeni pfilnavého niklového kontak-
tu kfemikovych polovodiovych souddstek bez-
proudovym niklovénim, kdy bezprostfedné pfed
vlastnim prvnim niklovinim se kfemikové desky
-oleptaji a vrstva vytvofend nasledujicim niklova-
nim se zaZihne, vyznadeny tim, Ze oleptani kiemi-

kovych desek pted niklovanim se provadi ve 20%

aZ nasyceném vodném roztoku fluoridu amonného
“NH,F budto po dobu 1 aZ 3 min. pfi pokOJove
f 'teplote , anebo po dobu 10 a%30s. pr1 teploté 90 az
700 °C, zarih4vani nasledn& vytvofené niklové
vrstvy probiha pfi teploté 450 az 700 °C ve vakuu

vys§im neZ 0, 0133 Pa, ptitem? rychlost ohfevu na
tuto teplotu je vyssi nez 17 °C/min. a po ukonceni
prodlevy na této teploté€ je rychlost ochlazovani
mensi nez 5 °C/min., naCeZ nésleduje leptani kfe-
mikovych desek ve 20% aZ nasyceném vodném
roztoku fluoridu amonného NH,F budto po dobu
1 az 3 min. pfi pokojové teploté, anebo po dobu 10
aZ 30 s. pfi teploté 90 az 100 °C a na vznikly silicid
niklu se vyloud¢i druhd niklovd vrstva v lazni
upravené pfisadou 20% aZ nasyceného vodného
roztoku fluoridu amonného NH4F v mnoZstvi do

30 g na litr.
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